
(Ö Germanium-pnp-Drifttransistor GF 122 
(OC 882) 

Der HF-Transistor GF 122 (alte Bezeichnung OC 882) ist ein diffundierter 

Ge-pnp-Transistor im z& TO-18-Gehäuse. 
Der Einsatz ist vornehmlich in FM-ZF-Verstärkern. 

Statische Kennwerte (für 92 = 25°C —5 grd) 

Kollektorrestströme 

—lcso = 4< 7,5uA bei —Uce=6V 
—ICER = 20< 100uA bei —Uce = 6 V, Ree = 33 kQ 

Kollektorbasisspannung 

—Uc8s0>25V bei —c = 1004uA 

Emitterbasisspannung 

—Ugß0o > 0,5V bei —lg = 100 4uA 
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Mittlere Kennlinien 

— - 0,3| für &a = 25°C 

EL Za 
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Mittleres Kennlinienfeld in Emitterschaltung 

Übergangsfrequenz 

fr = 50 > 30 MHz 
bei —Ucg = 6 V, —c = 1mA 

Abmessungen 

Gehäuse = TO 18 

Masse 0,6 g 
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Vierpolwerte in Emitterschaltung 

(bei —Uce =6V, —Ic=1mA, f= 10 MHz) 
811e = 1,8< 2,5mS |yzıe| = 33 > 28 mS 
Cite = 105< 175pF 222e = 25< 50uS 
812e 33< 67uS C22e 6<10pF 
Ciz2e= 4< 5pF hze =50 (f=1kHz) 

Wärmewiderstand 

x Rın < 06 w 

Grenzwerte (für 9, = 45 °C) 

—Ucso = 25V —c = 10 mA 
—Ug80 =0,5V E =11mA 

5000 +lg = 1mA 
IcER % =75°C 
a * =65°C 
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25 35 45 55 —— j/°C 75 Bestellbezeichnung für einen Transistor : Transistor GF122 

Anwendung Die zweikreisigen Bandfilter sind kapazitiv gekoppelt. Die 

FM-ZF-Verstärker des „R-110-Vagant‘“ 

Der 3stufige ZF-Verstärker ist mit den Transistoren GF122 

bestückt. Diese Transistoren werden im Emitterschaltung 
betrieben. 

erforderliche Neutralisation der einzelnen ZF-Stufen ist 

rein kapazitiv mit den Kondensatoren C3, Cg und Cı5 
ausgeführt. 
Der Ratiodetektor ist unsymmetrisch ausgelegt und be- 
sitzt mit Rı5 eine abgleichbare AM-Störunterdrückung. 
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Stückliste 

Rı = 22kQ Rıo= 3,3 kQ 
R2 = 3,3 kQ 1kQ 
R3 = 1,5kQ 3300 
Rı = 2202 Rız = 150Q 
Rs= 22kQ 470Q 
Re = 3,3 kQ 5kQ 
R7 = 1,5kQ 18 kQ 
Rs = 2202 Rız = 470Q 
Ro= 27kQ 

Kurzwellenvor- und -mischstufe mit dem Transistor GF 122 

Die Schaltung ist für einen Frequenzbereich von 5,8 bis 

15 MHz bemessen. 
Die Vorstufe verbessert die Empfindlichkeit und das 

Signal-Rausch-Verhältnis. Sie hat bei f= 10 MHz eine 

Spannungsverstärkung von V, ® 3. 

Cy4 = 100 pF 
Ci2 = 100 pF 
Ci3= 30 nF 
Ci4 = 10nF 
Ci5s = 15pF 
C6 = 82pF 
Ci7= 56 pF 
Cia= 56 pF 
C19 = 610 pF 
Coo= 10nF 

Cu= S5uF 
C22 = 510 pF 
C = 104F 
L4 = ZF-Bandfilter 
L2 = ZF-Bandfilter 

Ratiodetektorfilter 
Di =Da=2 x OA 647 
T1, T2, T3=GF122 

Die Mischstufe schwingt mit dem Transistor T 2 in Basis- 
schaltung. Für die Empfangsfrequenz wird T 2 in Emitter- 

transistors. 

schaltung betrieben. Der Oszillator und der Zwischen- 
frequenzkreis liegen in Reihe am Kollektor des Misch- 
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| Stückliste 

78 9 0 20 22 3 %M 15 —f /Miz Ci0 = 500 pF 

Windungen _ Draht Kern _ 

L4 Vorkreis 2x16 0,35CuLS M8 
L2 Oszillator 12x14 0,35CuLS M8 
L3 Rückkopplung 1,5] bifilar 0,2 CulS M8 T1, T2=6GF122 
L4 Brücke 1,5 [auf L2 02 CuLS M8 
Ls ZF 180 10x0,05 Litze M5 
L6 Ankopplung 11 10x0,05 Litze M5 
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